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Abstract. В работата е изследвано междузонното фарадеево въртене
на кристала Bi12SiO20 (клас на симетрия T5). Елементарната клетка
на този широкозонен полупроводник съдържа два елемента – пра-
вилни тетраедри SiO4 и полиедри, в които йонът Bi3+ е заобиколен
от седем кислородни атома. Експериментите показват един знако-
во променлив спектър на константата на Верде. Този знаково про-
менлив спектър не може да бъде обяснен с помощта на модела на
класическия осцилатор [1]. Това поведение на спектъра преди ръ-
ба на поглъщане може да се обясни с едно зееманово разцепване
на екситонните нива [2]. В [3] е установено, че основният собствен
дефект в Bi12SiO20 е ваканция на Si в SiO4, която влияе на кръговия
дихроизъм на кристала. Там е показано, че дотирането на кристала
с йони на Al премахва изменението на жиротропията, но не е изяс-
нен физичният механизъм на това явление. Описаните в работата
експерименти показват, че и в спектъра на Верде константата из-
чезва промяната на знака на дотирания с Al силенит. В работата е
предложенмодел, които свързва както появата на допълнителна аб-
сорбционна ивица в кръговия дихроизъм [3], така и наблюдаваните
особености на Верде спектъра, със заемането на ваканцията в SiO4

от диамагнитния Bi3+ йон и появата на парамагнитни кислородни
ваканции, които са заловили електрони след облъчване на кристала
със светлина [4].
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